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【はじめに】低消費電力、低損失のパワーデバイ

スとして、Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)

の最適化が盛んに検討されている[1]。本報告では、

STARC-TCAD によって、IGBT の３次元大規模構

造を計算可能にした結果を示す。 

【シミュレーション】図１にトレンチ IGBT の１

セル構造を示す。実際の IGBT チップはこの基本

セルを数十万個並列に配置するため、素子のばら

つき等耐圧設計には大規模構造の計算が重要とな

る。この構造の特性をセル数を増やしながら計算

した。 

 

図１ トレンチ IGBT の構造 

図２に IGBT の DC オフ耐圧計算時間を示す。 

従来はシングルコアによる計算（メモリ 512Ｇ

Ｂ）を示している。MPI(Message Passing Interface)

を用いることにより、シングルコアでは計算でき

なかった大規模構造が高速に計算できている。図

３に AISTの PCクラスタによる IGBTのＤＣオフ

耐圧の計算結果を示す。計算上規則正しいセルを

置いているため、セル数を増加させても耐圧は変

化しない。 

IGBT はフローティング構造を含むため数値計

算上不安定であるが、直接法を用いることにより、

安定に計算できている。 

 

図２ IGBTの DC オフ耐圧計算時間 

今後、更なる大規模化を図り、ガードリングを

含めたデバイス構造最適化を 3次元で可能とする

予定である。

 

図３ IGBTの DC オフ耐圧特性 

[1] H. Ishimabushi, et al., SDM, 2011-11-11 
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